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(57) Hauptanspruch: Kontakt-Priifschaltung (6, 18, 18, 25, 8

35, 45) in einer Halbleitereinrichtung und einer ersten bis -

n-ten Anschlulflache(P0-P6) ist eine ganze Zahl gréRer

oder gleich zum Empfangen externer Signale, bei der die PO P1 P2 P3 P4 P5 P6
Kontakt-Prifschaltung (6, 18, 18', 25, 35, 45) zum Ausfih-

ren eines Kontaktpriifens zwischen der ersten und der

n-ten Mel3spitze eines Halbleitertestgerats und der ersten

bis n-ten AnschluRflache (P0-P6) vor einem Test vorgese-

hen ist, die Kontakt-Prifschaltung (6, 18, 18', 25, 35, 45) 6
erste bis (n — 2)-te Transistoren (1-5) aufweist, die bezlg-

lich ihrer Schaltstrecken in Reihe zwischen der ersten An-
schluf3flache (P0) und der n-ten Anschluf¥flache (P6) ge-
schaltet sind, und die Transistoren entsprechende, mit der
zweiten bis (n — 1)-ten Anschluf3flache (P1-P5) verbundene
Eingabeelektroden aufweisen, und bei der beim Kontakt-

prufen ein Testsignal an jede der zweiten bis (n — 1)-ten /7
MeRspitze anzulegen ist, um jeden der ersten bis (n — INTERNE SCHALTUNG
2)-ten Transistoren (1-5) leitend zu machen, und damit das
Leiten zwischen der ersten...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Kontakt-Prufschaltung in einer Halbleitereinrich-
tung zum Prifen eines Kontaktes zwischen einer
Mehrzahl von Anschluf3flachen zum Empfangen ex-
terner Signale und einer Mehrzahl von MeRspitzen
eines Halbleitertestgerates vor einem Test.

[0002] Bisher wurde ein Einbrenntest fir Halbleiter-
einrichtungen wie zum Beispiel ein DRAM (Dynamic
Random Access Memory, Dynamischer Direktzu-
griffsspeicher) ausgefuhrt. Dieser Test beschleunigt
einen friihen Fehler durch Betreiben einer Einrich-
tung wie zum Beispiel einen Wafer unter der harten
Bedingung einer héheren Spannung und einer hdhe-
ren Temperatur als gewdhnlich.

[0003] In einem Einbrenntesten werden Signale von
einem Halbleitertestgerat in eine Halbleitereinrich-
tung eingegeben durch eine Mehrzahl von MeRspit-
zen des Halbleitertestgerats in Kontakt mit einer
Mehrzahl von Anschluf¥flachen der Halbleitereinrich-
tung. Der Einbrenntest kann nicht richtig ausgefiihrt
werden, falls die MeRspitzen und die Anschlul3fla-
chen nicht in ausreichendem Kontakt zueinander ste-
hen. Daher wird in jeder Halbleitereinrichtung eine
Kontakt-Prifschaltung vorgesehen, um den Kontakt
zwischen den MeRspitzen und den AnschluRflachen
vor einem Einbrenntest zu prufen.

[0004] Fig. 8 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Struktur einer bei der Anmelderin vorhandenen
Halbleitereinrichtung 50 mit einer Kontakt-Prifschal-
tung 55. Wie in Fig. 8 gezeigt ist, weist die Halbleiter-
einrichtung 50, die auf einem Halbleiterwafer (zum
Beispiel einen Siliziumwafer) gebildet ist, eine Mas-
sen-Anschlulflache P10, Signalanschluflachen
P11-P14, eine Kontakt-Prifschaltung 55 und eine in-
terne Schaltung 56 auf.

[0005] Die Massen-Anschluf3flache P10 empfangt
einen Massenpotential GND von au3en (Halbleiterte-
steinrichtung). Die Signalanschluf3flachen P11 bis
P14 empfangen entsprechend externe Signale. Die
Kontakt-Prifschaltung 55 weist n-Kanal-MOS-Tran-
sistoren 51 bis 54 auf. Die n-Kanal-MOS-Transisto-
ren 51 bis 54 sind zwischen jeder der Signalflachen
P11-P14 und der Massen-Anschluf3flache P10 ent-
sprechend geschaltet, wobei ihre Gates gemeinsam
mit der Massen-Anschluf¥flache P10 verbunden sind.
Die interne Schaltung 56 fuhrt einen vorgeschriebe-
nen Betrieb (das Schreiben und Lesen von Daten im
Falle eines DRAMs) gemal der Signale aus, die ex-
tern durch die Anschluflachen P10-P14 eingege-
ben werden.

[0006] Fig. 9 ist eine schematische Darstellung, die
ein Verfahren zum Prifen eines Kontaktes zwischen
den Anschluf3¢flachen P10-P14 der Halbleitereinrich-
tung 50 und der MeRspitzen 60-64 eines Halbleiter-
testgerats 70 veranschaulicht. Es wird auf Fig. 9 Be-
zug genommen; das Halbleitertestgerat 70 weist ein
Relais 71, ein Strommefigerat 73 und eine Gleich-
stromversorgung 74 auf. Der Mef3flihler 60 liegt auf

Masse. Die Mefflihler 61-64 sind mit den Schaltan-
schlissen 72.1-72.4 des Relais 71 entsprechend
verbunden. Ein negatives Potential -V ist an einen
allgemeinen Anschluf3 72.0 des Relais 71 Uber das
StrommelRgerat 73 durch die Gleichstromversorgung
74 angelegt.

[0007] Um den Kontakt zu tberprifen, ist ein nega-
tives Potential -V an den Mef¥fiihler 61 angelegt
durch beispielsweise Leiten eines Stromes zwischen
dem Anschluf3 72.0 und dem Anschlu® 72.1 des Re-
lais 71. Nur wenn die Anschluf¥flachen P10, P11 und
die MeRfihler 60 bzw. 61 in ausreichendem Kontakt
zueinander stehen wird der n-Kanal-MOS-Transistor
51 leitend gemacht, was einen Stromflul3 in das
StrommeRgerat 73 verursacht. Wenn die Anschlu3-
flache P10 und der Meffuhler 60 und/oder die An-
schlu3flache P11 und der Mefflhler 61 nicht in aus-
reichendem Kontakt zueinander stehen, flie3t kein
Strom in das StrommefRgerat 73. Auf diese Weise
wird eine Kontaktprifung zwischen den Anschluf3fla-
chen P10, P11 und den Meffihlern 60, 61 ermdg-
licht. Die Kontakte zwischen den anderen Anschlul3-
flachen P12-P14 und den anderen Mefflhlern
62-64 konnen in derselben Art geprift werden.
[0008] Das bisherige Verfahren zum Kontaktpriifen
ist jedoch =zeitaufwendig, weil eine Anschluf3fla-
che-zu-Anschluf¥flache-Prifung erforderlich ist.
[0009] Der Zeitaufwand fiir das Kontaktprifen kann
durch gleichzeitiges Ausfihren des Kontaktpriifens
aller Anschluflachen P10-P14 verringert werden. In
diesem Fall werden die Kosten eines Halbleitertest-
gerates 74 jedoch hoch, weil es nétig ist, so viele
StrommeRgerate 73 wie Anschlulflachen P11-P14
vorzusehen.

[0010] Zusatzlich ist die bisherige Methode des
Kontaktprufens nicht geeignet zum Prufen einer An-
schluf’flaiche eines DRAMSs, an den ein positives Po-
tential wie beispielsweise ein Stromversorgungspo-
tential Vcc oder ein erhdhtes Potential Vpp angelegt
ist, weil bei diesem Verfahren ein negatives Potential
-V an eine zu prifende Anschlullflaiche angelegt
wird. Allgemein ist, wenn beispielsweise ein
CMOS-Inverter in einer Chipschaltung vorhanden ist,
eine Anschlul¥flache fir das Stromversorgungspo-
tential Vcc auch mit einer n-Wanne verbunden. In ei-
nem p-Typ-Siliziumsubstrat kann ein Energieniveau
einer n-Wanne mdglicherweise niedriger sein als ein
Energieniveau des p-Typ-Siliziumsubstrats, falls die
AnschluRflache fir das Stromversorgungspotential
Vcc ein negatives Potential erreicht. In einem derarti-
gen Fall zerstort ein Starkstrom, der durch einen in
DurchlaRrichtung vorgespannten pn-Ubergang ver-
ursacht ist, die interne Schaltung 56.

[0011] Aus der DE 38 84 040 T2 ist eine Priifschal-
tung in einer Halbleitereinrichtung zu entnehmen. Die
Prufschaltung besteht aus Anschlulflachen zum
Empfangen externer Signale und aus Transistoren,
welche mit den Anschlufflachen verbundene Einga-
beelektroden aufweisen. Beim Prifen wird dabei ein
Testsignal angelegt, um die Transistoren leitend zu
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machen und das Leiten zu prifen.
Aufgabenstellung

[0012] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
daher, eine Kontakt-Prufschaltung anzugeben, die
ein schnelles Kontaktprifen mit einer einfachen Ein-
richtung ermoglicht und zu dem das Kontaktprtifen ei-
ner AnschluRflache ermdglicht, an die ein positives
Potential angelegt ist.

[0013] Diese Aufgabe wird geldst durch eine Kon-
takt-Prifschaltung in einer Halbleitereinrichtung nach
Anspruch 1.

[0014] Weiterbildungen der Erfindung sind in den
Unteransprichen angegeben.

[0015] Eine Kontakt-Prifschaltung gemaf der vor-
liegenden Erfindung weist einen ersten bis (n — 2)-ten
Transistor auf, welche bezlglich ihrer Schaltstrecken
in Reihe zwischen einer Anschlul’flache und einer
n-ten Anschluflache geschaltet sind. Die Eingabee-
lektroden des ersten bis (n — 2)-ten Transistors sind
mit der zweiten bis (n — 1)-ten Anschluf¥flache ent-
sprechend verbunden. Beim Kontaktprifen wird ein
Testsignal an jede der zweiten bis (n — 1)-ten MeR-
spitze angelegt, um einen Strom durch jeden des ers-
ten bis (n — 2)-ten Transistors zu leiten. Die Leitung
zwischen der ersten und der n-ten Melspitze wird
gepruft. Der Kontakt zwischen den Mefspitzen und
den Anschluflachen wird dann als ausreichend er-
mittelt, wenn ein Strom zwischen der ersten und der
n-ten Mel3spitze flieRt, wogegen ein nicht ausrei-
chender Kontakt zwischen den MeRspitzen und den
Aschluflachen ermittelt wird, wenn kein Strom zwi-
schen der ersten und der n-ten Mel3spitze flief3t.
[0016] Daher kann der Kontakt zwischen den Mel}-
spitzen und den AnschluRflachen auf einmal geprift
werden. Deshalb wird die Zeit, die fur das Kontakt-
prufen erforderlich ist, zu einem grof3en Teil verringert
im Vergleich zu dem bisherigen Anschlul3fla-
che-zu-Anschluflache-Prifverfahren. Zusatzlich
werden die Kostensteigerung und die Kompliziertheit
eines Halbleitertestgerats vermieden, weil es nur not-
wendig ist, die Testsignale an die zweite bis (n — 1)-te
MelRspitze anzulegen und die Leitung zwischen der
ersten und der n-ten MeRspitze zu prifen. Ferner
wird die Verwendung eines Signals mit einem positi-
ven Potential als ein Testsignal durch das Verwenden
von n-Kanal-MOS-Transistoren ermdglicht, wobei ein
Kontaktprifen einer Anschluf3flache, an die ein Sig-
nal mit einem positiven Potential angelegt ist, méglich
ist ohne irgendeine Unbequemlichkeit, wie sie bisher
auftrat.

[0017] Vorzugsweise weist die Kontakt-Prifschal-
tung weiter ein erstes bis (n — 2)-tes Widerstandsele-
ment auf, welche zwischen den Eingabeelektroden
des ersten bis (n — 2)-ten Transistors und der ersten
AnschluRflache entsprechend geschaltet sind. Beim
Kontaktprifen wird ein Inaktivierpotential an die erste
MeRspitze angelegt, um den ersten bis (n — 2)-ten
Transistor nicht leitend zu machen. In diesem Fall

kann, wenn die zweite MeRspitze und die zweite An-
schluflache beispielsweise nicht geeignet in Kontakt
stehen, der erste Transistor auf sichere Weise nicht
leitend gemacht werden durch ein an die erste An-
schluf’flaiche angelegtes Inaktivierpotential. Daher
kann ein Priffehler verhindert werden, der durch die
mit dem Aktivierpotential geladene zweite Anschluf3-
flache verursacht wird.

[0018] Vorzugsweise wird eine der zweiten bis (n —
1)-ten AnschluRflache als eine Chip-Auswahlflache
verwendet. Beim Kontaktprifen wird ein Chip-Aus-
wahlsignal anstelle eines Testsignals an eine der An-
schlulflache entsprechende Melspitze angelegt.
Dies ist deswegen vorteilhaft, weil es sequentielles
Auswahlen und Prifen einer Mehrzahl von auf einem
Wafer gebildeter Chips ermoglicht.

[0019] Weiter vorzugsweise weist die Kontakt-Pruf-
schaltung weiter ein zwischen einer Eingabeelektro-
de des ersten Chip-Auswabhltransistors und der ers-
ten Anschluf¥flache verbundenes erstes Widerstand-
selement und zweite bis (n — 2)-te Gruppen von
Chip-Auswahltransistoren und Widerstandselemente
auf, welche zwischen den Eingabeelektroden der
Transistoren, die nicht der erste Chip-Auswabhltran-
sistor sind, und der ersten Anschlul¥flache entspre-
chend in Reihe geschaltet sind. Zum Zeitpunkt des
Kontaktpriifens wird ein Inaktivierpotential an die ers-
te Mel3spitze angelegt, um jeden Transistor nicht-lei-
tend zu machen. In diesem Fall wird verhindert, daf3
Strom zwischen der zweiten bis n-ten Anschluf3fla-
che und der ersten Anschluf3flache flie3t, auRer beim
Kontaktprifen. Auf diese Weise wird der Stromver-
brauch verringert.

[0020] Es folgt die Beschreibung von Ausfihrungs-
formen der vorliegenden Erfindung unter Bezugnah-
me auf die beiliegenden Figuren. von den Figuren
zeigen:

[0021] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Struktur einer Kontakt-Prifschaltung gemafl einer
ersten Ausflhrungsform der Erfindung;

[0022] Fig. 2 eine schematische Teildarstellung ei-
nes Verfahrens eines Kontaktprifens der in Fig. 1
gezeigten Kontakt-Prifschaltung;

[0023] Fig. 3 eine schematische Darstellung einer
Struktur einer Kontakt-Prifschaltung gemafl einer
zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung;

[0024] Fig. 4 eine schematische Darstellung einer
Verbesserung der Kontakt-Prufschaltung aus Fig. 3;
[0025] Fig. 5 bis 7 schematische Darstellungen von
Strukturen von Kontakt-Prifschaltungen nach einer
dritten bis funften Ausfihrungsform der Erfindung;
[0026] Fig. 8 eine schematische Darstellung einer
Struktur einer bei der Anmelderin vorhandenen Kon-
takt-Prifschaltung;

[0027] Fig. 9 eine schematische Darstellung eines
Verfahrens eines Kontaktprifens der in Fig. 8 ge-
zeigten Kontakt-Prifschaltung.
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Ausfihrungsbeispiel
Erste Ausfihrungsform

[0028] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
der Struktur einer Halbleitereinrichtung 8. Es wird auf
Fig. 1 Bezug genommen; die auf einem Halbleiter-
wafer gebildete Halbleitereinrichtung 8 weist eine
Massen-AnschluRflache PO, Stromversorgungs-
oder Signalanschluf3¢flachen P1-P4, eine Chip-Aus-
wahlanschluRflache P5, eine Prifanschluf3flache P6,
eine Kontakt-Prifschaltung 6 gemaf der ersten Aus-
fuhrungsform der Erfindung und eine interne Schal-
tung 7 auf.

[0029] Ein Massenpotential GND ist an die Mas-
sen-Anschlulflaiche PO angelegt. Bei einem Ein-
brenntesten eines Wafers werden die Stromversor-
gungs- oder Signalanschluf¥flachen P1 bis P4 be-
nutzt. Die Chip-Auswahlanschluf3flache P5 wird zum
Auswahlen eines zu prufenden Chips einer Mehrzahl
auf einem Wafer gebildeter Chips benutzt. Die Aus-
wahlanschluf3flache P6 zum Prifen, ob eine An-
schluf’¢flaiche geprift werden soll, steht mit einer
MeRspitze in ausreichendem Male in Kontakt.
[0030] Die Kontakt-Prifschaltung 6 weist n-Ka-
nal-MOS-Transistoren 1 bis 5 auf, die in Reihe zwi-
schen den Anschluf¥flachen PO und P6 verbunden
sind. Die Gates der n-Kanal-MOS-Transistoren 1 bis
5 sind entsprechend mit den Anschluf3flachen P1-P4
verbunden. Die interne Schaltung 7 fiihrt einen vor-
geschriebenen Betrieb aus gemal einer Versor-
gungsspannung und eines Signals, das von aulen
durch die Anschluf3flachen PO-P4 angelegt ist.
[0031] Bei einem Kontaktprifen vor einem Ein-
brenntest wird eine Mel3spitze (nicht gezeigt) eines
Halbleitertestgerats in Kontakt zu jeder der An-
schluBflachen PO-P6 gebracht. Falls jede der An-
schluBflachen PO-P4 in ausreichendem Kontakt zu
einer Melspitze steht, werden die n-Ka-
nal-MOS-Transistoren 1 bis 4 leitend gemacht, wenn
ein Massenpotential GND an einer Mef3spitze ent-
sprechend der Massen-Anschluf3flache PO angelegt
ist, und jede der den Anschluf3¢flachen P1-P4 ent-
sprechenden MefRspitzen wird auf einen H (logisch
hoch)-Pegel angehoben.

[0032] Falls die Anschluf3flachen PO-P6 zu den
Mefspitzen in ausreichendem Mafle in Kontakt ste-
hen, flieBt ein Strom zwischen einer der Prif-
anschluf3flaiche P6 entsprechenden MeRspitze und
einer der Massen-Anschluf3¢flache PO entsprechen-
den Melspitze, wenn eine der Chip-Auswahlan-
schluBflache P5 entsprechenden Mel3spitze auf ei-
nen H-Pegel angehoben wird und eine ausreichende
Spannung an eine der AuswahlanschlulRflache P6
entsprechende MelRspitze in diesem Zustand ange-
legt wird. Falls mindestens eine der Anschluf3flachen
PO-P6 nicht in ausreichendem Kontakt zu der ent-
sprechenden Melspitze steht, flieRt jedoch kein
Strom.

[0033] Daher wird ein Kontaktpriifen zwischen den

AnschluRflachen P0-P6 der Halbleitereinrichtung 8
und den Melspitzen des Halbleitertestgerats ermog-
licht durch Uberwachen des Stromes, der in die der
Prifanschlulflache P6 entsprechenden MeRspitze
flief3t.

[0034] Zusatzlich kann, da nur eine Messung pro
Chip fur das Priifen erforderlich ist, die nétige Zeit auf
nur 1/n derjenigen verringert werden, die bisher erfor-
derlich war (n ist eine Anzahl von Stromversorgungs-
oder Signalanschluf3flachen, die im Einbrenntest be-
nutzt werden; in der Figur ist n = 4).

[0035] Auflerdem ist das Kontaktpriifen einer Mef3-
spitze und einer Anschluf3flache mdglich, an die ein
positives Stromversorgungspotential wie eine Strom-
versorgungsspannung Vcc oder ein erhdhtes Poten-
tial Vpp angelegt ist, was in einem bei der Anmelderin
vorhandenen Kontakt-Prufverfahren, bei dem ein ne-
gatives Potential an die Anschlu3flachen P1-P4 an-
gelegt ist, schwierig ist, da die Anschluf3flachen
P1-P4 einen H-Pegel erreichen.

[0036] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung, die
auf spezielle Weise ein Kontakt-Prifverfahren der in
Fig. 1 gezeigten Halbleitereinrichtung 8 veranschau-
licht.

[0037] Es wird auf Fig. 2 Bezug genommen; mehr-
fache Halbleitereinrichtungen 8 sind in X Zeilen und
Y Spalten (X und Y sind natlrliche Zahlen) auf einer
Waferoberflache gebildet. Ein Halbleitertestgerat 10
schlie3t Relais 11 und 13, Widerstandselemente 15.x
(x ist eine naturliche Zahl von 1 bis X) und ein Span-
nungsmefgerat 16 ein. Die Chip-Auswahlflachen P5
aller Halbleitereinrichtungen 8 in der y-ten Spalte (y
ist eine naturliche Zahl von 1 bis Y) sind gemeinsam
mit einem Schaltanschlul 12.y des Relais 11 Uber
eine Melspitze (nicht gezeigt) verbunden. Ein H-Pe-
gel (Stromversorgungspotential Vcc) ist an einen ge-
meinsamen Anschluf3 12.0 des Relais 11 angelegt.
Die PrifanschluRflachen P6 aller Halbleitereinrich-
tungen 8 in der x-ten Zeile sind gemeinsam mit einem
Schaltanschlul? 14.x des Relais 13 Uber eine Mel3-
spitze (nicht gezeigt) verbunden. Der Schaltanschluf}
14.x des Relais 13 ist mit einer Leitung des Stromver-
sorgungspotentials Vcc (der Stromversorgung) tber
das Widerstandselement 15.x zum Hochsetzen der
Spannung verbunden. Der gemeinsame Anschluf
14.0 des Relais 13 ist mit dem SpannungsmefRgerat
16 verbunden.

[0038] Bei einem Kontaktprifen wird zuerst ein
H-Pegel an eine der Anschluf3¢flachen P1-P4 jeder
Halbleitereinrichtung 8 entsprechende MeRspitze an-
gelegt. Ein Massenpotential GND wird an die Mas-
sen-Anschlulflache PO angelegt. Danach wird ein
H-Pegel an eine der Chip-Auswahlflachen P5 jeder
Halbleitereinrichtung 8 in der ersten Spalte entspre-
chende Melspitze angelegt durch Leiten eines Stro-
mes zwischen dem Anschlu® 12.0 und dem An-
schlufl 12.1 beispielsweise des Relais 11. Dann wird
eine der Prufanschluf3flaichen P6 jeder Halbleiterein-
richtung 8 in der ersten Zeile entsprechende MeRspit-
ze mit dem Spannungsmeligerat 16 verbunden
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durch Leiten eines Stroms zwischen dem Anschluf}
14.0 und dem Anschlu® 14.1 beispielsweise des Re-
lais 13.

[0039] Wenn die AnschluRflachen PO—P6 der Halb-
leitereinrichtung 8 in der ersten Zeile, in der ersten
Spalte in ausreichendem Kontakt zu den MelRspitzen
stehen, weist das Spannungsmefigerat 14 eine
Spannung auf, die kleiner ist als die Hochsetz-Span-
nung Vcc, wegen des Stroms von einer Leitung des
Stromversorgungspotentials Vcc (der Stromversor-
gung) zur Halbleitereinrichtung 8 Uber das Wider-
standselement 15.1. Wenn die Anschluf3¢flachen nicht
in ausreichendem Kontakt zu den MeRspitzen ste-
hen, zeigt das SpannungsmefRgerat 14 die Hoch-
setz-Spannung Vcc an, da kein Strom von der Lei-
tung des Stromversorgungspotentials Vcc (der
Stromversorgung) zur Halbleitereinrichtung 8 Uber
das Widerstandselement 15.1 fliet. In der oben be-
schriebenen Art wird das Kontaktprifen der Halblei-
tereinrichtung 8 in der ersten Zeile und in der ersten
Spalte ausgefiuihrt. Andere Halbleitereinrichtungen 8
kénnen auch in derselben Art gepruft werden.

Zweite Ausfihrungsform

[0040] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Struktur einer Kontakt-Prifschaltung in einer
Halbleitereinrichtung 17 gemaf der zweiten Ausfih-
rungsform der Erfindung. Es wird auf Fig. 3 Bezug
genommen; die Halbleitereinrichtung 17 weist An-
schluf3¢flachen PO-P4 und P6, die Kontakt-Prifschal-
tung 18 und eine interne Schaltung 7 auf. Die Halblei-
tereinrichtung 17 unterscheidet sich von der Halblei-
tereinrichtung 8 darin, da® die Chip-Auswahlan-
schluf3¢flaiche P5 und der n-Kanal-MOS-Transistor 5
nicht vorgesehen sind.

[0041] In der Halbleitereinrichtung 17 wird die in ei-
nem Einbrenntesten benutzte Stromversorgungs-
oder Signalanschlufflache P4 auch als eine
Chip-Auswahlanschlufdflache beim Kontaktprifen
benutzt. Deshalb kann die Anzahl der zu prufenden
Anschluflachen wie auch die Layout-Flache verrin-
gert werden.

[0042] Zusatzlich ist es moglich, wie in Fig. 4 ge-
zeigt ist, die AnschluRflache P3 als eine Chip-Aus-
wahlanschluf3¢flache und die AnschluRflache P4 als
eine PrufanschluRflache zu benutzen, durch Entfer-
nen der AnschluRfliche P6 und des n-Ka-
nal-MOS-Transistors 4 und anschlieRendes Verbin-
den der AnschluRflache P4 mit dem Drain des n-Ka-
nal-MOS-Transistors 3.

Dritte Ausflihrungsform

[0043] Fig. 5 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Struktur einer Kontakt-Prifschaltung in einer
Halbleitereinrichtung 20 gemaf der dritten Ausfih-
rungsform der Erfindung.

[0044] Wie in Fig. 5 gezeigt ist, ist die Halbleiterein-
richtung 20 mit Anschluf3flachen PO-P4 und P6, der

Kontakt-Prifschaltung 25 und einer internen Schal-
tung 7 versehen. Der Unterschied zwischen der Halb-
leitereinrichtung 20 und der Halbleitereinrichtung 17
der Fig. 3 liegt darin, da die Widerstandselemente
21-24 zum Heruntersetzen der Spannung neu vorge-
sehen sind. Die Widerstandselemente 21-24 sind
zwischen den Gates der n-Kanal-MOS-Transistoren
1-4 und der AnschluRflache PO entsprechend ver-
bunden. Hier sind die Widerstandselemente 21-24
beispielsweise aus einem ein Gate bildendes Materi-
al, ein eine Bitleitung bildendes Material oder einer
Diffusionswiderstandsschicht gebildet. Die Wider-
standselemente  21-24 koénnen auch einen
MOS-Transistor aufweisen, an dessen Gate ein kon-
stantes Potential angelegt ist.

[0045] In der Halbleitereinrichtung 20 kann der
n-Kanal-MOS-Transistor 1, wenn die Anschlul3flache
P1 nicht in ausreichendem Kontakt zu einer MeRspit-
ze steht, auf sichere Weise nicht leitend gemacht
werden, da ein Gate des n-Kanal-MOS-Transistors 1
Uber das Widerstandselement 21 und die Anschlu3-
flache PO auf Masse liegt. Auf diese Weise wiirde das
Gate des n-Kanal-MOS-Transistors 1, wenn die An-
schluf’flaiche P1 und eine MeRspitze nicht in ausrei-
chendem Malle zueinander in Kontakt stehen, nicht
mit einem positiven Potential geladen werden, wo-
durch ein vom leitenden Zustand des N-Ka-
nal-MOS-Transistors 1 herbeigefihrter Prif-Fehler
verhindert wird.

Vierte Ausfihrungsform

[0046] Fig. 6 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Struktur einer Kontakt-Prifschaltung in einer
Halbleitereinrichtung 30 gemal der vierten Ausfih-
rungsform der Erfindung.

[0047] Es wird auf Fig. 6 Bezug genommen; eine
Halbleitereinrichtung 30 weist Anschlulflachen
P0-P4 und P6, die Kontakt-Prifschaltung 35 und
eine interne Schaltung 7 auf. Die Halbleitereinrich-
tung 30 unterscheidet sich von der Halbleitereinrich-
tung 20 der Fig. 5 darin, daR die n-Kanal-MOS-Tran-
sistoren 31-33 zusatzlich vorgesehen sind. Die n-Ka-
nal-MOS-Transistoren 31-33 sind zwischen den
Gates der n-Kanal-MOS-Transistoren 1-3 und der
Widerstandselemente 21-23 entsprechend verbun-
den, wobei die Gates der n-Kanal-MOS-Transistoren
31-33 miteinander mit dem Gate des n-Ka-
nal-MOS-Transistors 4 verbunden sind.

[0048] In der Halbleitereinrichtung 30 sind die n-Ka-
nal-MOS-Transistoren 31-33 nicht leitend, auller
wenn ein H-Pegel-Signal als ein Chip-Auswabhlsignal
an die als Chip-Auswahlanschlu3flache benutzte An-
schlulflache P4 angelegt ist. Daher wird ein Strom-
flud von den Anschlu3flichen P1-P3 zur Mas-
sen-Anschlufdflache PO Uber die Widerstandsele-
mente 21-23 verhindert, was die Verringerung des
Stromverbrauchs erleichtert.
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Flnfte Ausfuhrungsform

[0049] Fig. 7 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Struktur einer Kontakt-Prifschaltung in einer
Halbleitereinrichtung 40 geman der fiinften Ausfih-
rungsform der Erfindung. Es wird auf die

[0050] Fig. 7 Bezug genommen; die Halbleiterein-
richtung 40 weist Anschluf3flachen PO-P4 und P6, die
Kontakt-Prifschaltung 45 und eine interne Schaltung
7 auf. Die Halbleitereinrichtung 40 unterscheidet sich
von der Halbleitereinrichtung 17 der Fig. 3 darin, daf3
die n-Kanal-MOS-Transistoren 1-4 durch p-Ka-
nal-MOS-Transistoren 41-44 ersetzt sind.

[0051] Beim Kontaktprifen wird die Leitung zwi-
schen den AnschluRflachen PO und P6 gepriift, wo-
bei das Massenpotential GND an die Massen-An-
schluBflache PO und ein negatives Potential an jede
der Anschluf3¢flaichen P1-P4 angelegt ist. Das Vor-
handensein eines Stroms zwischen den Anschlul3fla-
chen PO und P6 bedeutet einen ausreichenden Kon-
takt zwischen den Anschluf3flachen PO-P6 und den
MeRspitzen, wogegen das Nicht-Vorhandensein ei-
nes Stroms zwischen den Anschluflachen PO und
P6 das Fehlen eines ausreichenden Kontaktes zwi-
schen den Anschluf3¢flachen PO-P6 und den Melspit-
zen bedeutet.

[0052] Die oben beschriebene Ausfiihrungsform ist
vorteilhaft, wenn ein positives Potential nicht an die
Anschluflachen PO-P4 angelegt werden kann.

Patentanspriiche

1. Kontakt-Prifschaltung (6, 18, 18, 25, 35, 45)
in einer Halbleitereinrichtung und einer ersten bis
n-ten Anschlul3flache(PO-P6) ist eine ganze Zahl
gréRer oder gleich zum Empfangen externer Signale,
bei der die Kontakt-Prifschaltung (6, 18, 18', 25, 35,
45) zum Ausfihren eines Kontaktprifens zwischen
der ersten und der n-ten Mel3spitze eines Halbleiter-
testgerats und der ersten bis n-ten Anschluf3flache
(PO-P6) vor einem Test vorgesehen ist, die Kon-
takt-Prifschaltung (6, 18, 18', 25, 35, 45) erste bis (n
— 2)-te Transistoren (1-5) aufweist, die bezlglich ih-
rer Schaltstrecken in Reihe zwischen der ersten An-
schluf3¢flache (P0) und der n-ten Anschlul3flache (P6)
geschaltet sind, und die Transistoren entsprechende,
mit der zweiten bis (n — 1)-ten Anschluf3flache
(P1-P5) verbundene Eingabeelektroden aufweisen,
und bei der beim Kontaktprifen ein Testsignal an
jede der zweiten bis (n — 1)-ten MeRspitze anzulegen
ist, um jeden der ersten bis (n — 2)-ten Transistoren
(1-5) leitend zu machen, und damit das Leiten zwi-
schen der ersten und der n-ten Mel3spitze prifen zu
kénnen.

2. Kontakt-Prifschaltung (25) nach Anspruch 1,
bei der erste bis (n — 2)-te Widerstandselemente
(21-24) vorgesehen sind, die zwischen den Eingan-
beelektroden des ersten bis (n — 2)-ten Transistors
(1-4) und der ersten Anschluf3flache (P0) geschaltet

sind, und ein Inaktivier-Potential an die erste MeR-
spitze angelegt ist, um den ersten bis (n — 2)-ten
Transistor (1-4) nicht leitend zum Zeitpunkt des Kon-
taktprifens zu machen.

3. Kontakt-Prifschaltung nach Anspruch 1 oder
2, bei der eine der zweiten bis (n — 1)-ten Anschluf3-
flache als eine Chip-Auswahlanschluf3flache benutzt
wird und ein der AnschluRflaiche entsprechender
Transistor als ein erster Chip-Auswahltransistor be-
nutzt wird, und zum Zeitpunkt des Kontaktprifens ein
Chip-Auswahlsignal anstelle des Testsignals an eine
der Chip-Auswahlanschluflaiche entsprechende
MeRspitze angelegt ist, um die Halbleitereinrichtung
durch Leitend-machen des ersten Chip-Auswahltran-
sistors auszuwahlen.

4. Kontakt-Prufschaltung (35) nach Anspruch 3,
mit einem zweiten bis (n — 2)-ten Chip-Auswahltran-
sistor (31-33), deren Eingabeelektroden miteinander
mit einer Eingabeelektrode des ersten Chip-Aus-
wahltransistors (4) verbunden sind und deren erste
Elektroden entsprechend mit den Eingabeelektroden
der anderen Transistoren (1-3) und nicht des Tran-
sistors (4) verbunden sind, welcher als der erste
Chip-Auswahltransistor unter den ersten bis (n -
2)-ten Transistoren (1-4) benutzt wird;
einem ersten Widerstandselement (24), das zwi-
schen einer Eingabeelektrode des ersten Chip-Aus-
wahlstransistors (4) und der ersten Anschlufflache
(P0O) geschaltet ist; und zweiten bis (n — 2)-ten Wider-
standselementen (21-23), die entsprechend zwi-
schen den zweiten Elektroden des zweiten bis (n —
2)-ten Chip-Auswahltransistors (31-33) und der ers-
ten Anschluf3flache (P0O) geschaltet sind;
wobei beim Kontaktprifen ein Inaktivierungspotential
an die erste Melspitze angelegt ist, um den ersten
bis (n — 2)-ten Transistor (1-4) und den zweiten bis (n
— 2)-ten Chip-Auswabhltransistor (31-33) nicht-leitend
zu machen.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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